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【背景】金属とGaNの間のショットキー接合は種々の素子応用上極めて重要である。これまでに n型

GaNに対するショットキー接合に関しては数多くの報告例があるが、p型GaNに対するショットキー

接合に関する知見は十分に得られているとは言い難い。例えば、Ni/p型GaN界面のショットキー障壁

高さの報告値は 0.49～2.87 eVと大きくばらついており、信頼できるデータが無い。[1,2]ショットキー

特性を精緻に理解するためには、低濃度 p型GaNと金属との接合を形成することが望ましいが、従来

の横型ショットキーバリアダイオード(SBD)構造では、同一表面上に良好なオーミック電極とショッ

トキー電極を形成することは困難である。そこで本研究では、裏面にトンネル接合コンタクトを用い

た縦型 p型GaN SBD構造を新たに作製し、p型GaNのショットキー障壁高さを評価することを試み

た。 

【実験方法】図 1には作製した縦型 p型GaN SBDの素子構造を示す。n型GaN基板上にスパッタ法

を用いて高濃度ドープ pnトンネル接合を形成した後、

膜厚 1 m の低濃度ドープ p 型 GaN（[Mg] =～1×1017 

cm-3）を成長した。裏面には Ti/Al/Ti/Au電極を、また、

表面にはショットキー電極として Ni/Au を堆積した。

【結果と考察】CV測定を用いて見積もった低濃度 p型

GaN層の実効アクセプター濃度(NA-ND)は～7×1016 cm-3

であった。図 2に 300 Kにおける順方向電流電圧特性を

示す。電流の立ち上がる 2 V 付近の線形領域を𝐽 =

𝐽0[𝑒𝑥𝑝(𝑞𝑉 𝑛𝑘𝐵𝑇⁄ ) − 1]によりフィッティングしたとこ

ろ、飽和電流密度 J0 =2.33×10-32 Acm-2および理想係数 n 

=1.16という値が得られた。このように理想係数が 1に

近い p型GaN SBDの報告例はこれまでになく、スパッ

タ法により成長した低濃度 p 型 GaN と Ni 電極界面の

品質が高いことを示している。当日は順方向 I-V特性の

温度依存性から p型 GaNショットキー障壁高さを評価

した結果についても報告する。 
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Fig.1 A schematic of a vertical p-type GaN SBD

Fig.2 A forward I-V curve and its fitting result 

at 300 K

n-GaN基板 [Si]=2×1018 cm-3
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